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測定により NbN/(GaAs/AlGaAs HEMT)/NbN接合ではソース側 S-Sm界面では -ΔVが、ドレーン側 S-Sm界面
では＋△ Vが生じることがわかった。また Photovoltageの励起波長依存性からは 2DEGのバンドギャップエ
ネルギーとほぼ等しい励起エネルギーで Photovoltageの絶対値が急激な変化をし始めることがわかり、
Photovoltageは光励起によるバンド間遷移でつくられたキャリアによって生じていることがわかった。さら















少する。その一方で、光照射強度の増加とともに dV /dl-V特性には多重 Andreev反射による構造がより鮮明
に現れ、光照射によって Andreev反射確率が増大していることが確認できた。ある条件下では多重 Andreev









審 査 の 結 果 の 要 旨
　本論文は、超伝導体 /半導体 /超伝導体（S-Sm-S）接合に於ける Andreev反射と通常反射による量子干渉
効果による接合の輸送特性の光照射による変調効果と、半導体二次元系である量子チューブに於ける
Aharonov-Bohm効果による発光エネルギーの磁場の振動に関する研究についてまとめた論文である。今回、
新たに構築された磁場中低温顕微光照射系を用いた S-Sm-S接合に対する光照射効果の空間分解に関して研
究が行われた。本研究によって、光照射により S-Sm界面での Andreev反射確率が増大することを実験的に
示され、S-Sm界面近傍のポテンシャルバリアと関連づけて説明された。これは、S-Sm-S接合に対する空間
的な知見が得られた初めての例として高く評価できる。さらに、高品質の InP/InAs/InPコアマルチシェルナ
ノワイヤの磁気発光測定を行い、発光ピークエネルギーが印加磁場に対して振動的な変化を示すことが初め
て見いだされた。計算結果との比較により、このエネルギー振動は荷電励起子の AB効果によるものである
と結論付けられた。以上のように新規に見いだされた実験結果が十分に議論され、本論文は博士（理学）に
相当するものである。
　よって、著者は博士（理学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
